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[57]申請專利範圍
1.　一種奈米碳管複合材料之製作方法，包括：(A)將奈米碳管分散於一溶劑中，其中該溶劑
係選自下列所組成之群組：水、乙醇、甲醇、異丙醇、乙二醇、及其組合；(B)加入一填
充物於該具有分散之奈米碳管之溶液中，以形成一前驅物溶液，其中該填充物係一金屬

顆粒、金屬化合物、或其組合，其中，該金屬化合物係錫化合物或金化合物；(C)將該前
驅物溶液進行照光處理，其中該照光處理係照射紫外光(UV光)、X-光、或其組合；(D)
沖洗該經照光處理後之溶液；以及(E)將溶液進行乾燥處理，即得到該填充物填充於該奈
米碳管的中空管中之一奈米碳管複合材料。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中，該照光處理所使用之光之波長範圍在 10-5 至
10-12 米。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中，該照光處理所使用光之能量係為 10-1 eV以
上。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中，該照光處理所使用之光係為一具有連續光譜
之光。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中，該金屬化合物係選自下列所組成之群組：金
屬氧化物、金屬鹽類、金屬鹵化物、金屬硝酸化物、金屬磷酸化物、及其組合。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中，該錫化合物係選自下列所組成之群組：
SnCl2 ．2H2 O、SnCl4 ．5H2 O、Sn(NO3 )2 、Sn(NO3 )4 、SnOCl2 、Sn(SO4 )2 、Sn3
(PO4 )2 、以及 Sn3 (PO4 )4 。
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7.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中，該金化合物係六水合四氯金酸(HAuCl4 ．
6H2 O)。

8.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其步驟(A)中之分散係使用超音波震盪之方法。
9.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其步驟(A)中之分散係使用磁石攪拌之方法。

10.   如申請專利範圍第 1項所述之方法，其步驟(A)中之奈米碳管係多壁奈米碳管
(MWCNT,multi-wall carbon nanotube)。

11.   如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中，該步驟(D)係使用水來進行沖洗。
12.   如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中，該步驟(E)之乾燥處理係加熱乾燥或真空乾

燥。

圖式簡單說明

圖 1係一習知方法所製作得到之奈米碳管複合材料。
圖 2係本發明一較佳實施例之多壁奈米碳管製作流程圖。
圖 3係本發明一較佳實施例之照光處理時多壁奈米碳管以及溶液之溫度測量結果圖。
圖 4係本發明一較佳實施例所製得之奈米碳管複合材料之示意圖。
圖 5係本發明另一較佳實施例之多壁奈米碳管製作流程圖。
圖 6係一比較例之多壁奈米碳管製作流程圖。
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